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1 Zadani

A. U predloZené Zenerovy diody BZX850C12 zméfte v zadaném pracovnim bodé Irp = 30mA a Igp =
30mA na propustné i zavérné charakteristice jeji diferencialni odpor diferenéni metodou a jednou z
metod malych stfidavych signaldi nebo srovnavaci.

B. U predloZeného nizkofrekvenéniho bipolarniho tranzistoru KC508 zméfte v pracovnim bodé Ucgp =
4,5V, Igp = 40 pA jeden vybrany diferencialni parametr soustavy hybridnich charakteristik hq1e, hi2e,
h21e nebo h22e.

C. U predlozeného unipolarniho tranzistoru MOS KF910 zméfte v pracovnim bodé Ucgp = 8V, Icp =
2,2mA jeden vybrany diferencialni parametr admitancni soustavy charakteristik y21¢ nebo yooe.

M&feni v bodech B a C provedite:
a) diferentni metodou
b) metodou malych stfidavych signal.

Namé&fené hodnoty usporadejte prehledné do tabulek.
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2 Popis méreného predmétu

Mérenymi predméty byly tranzistory nasledujicich meznich parametrd:

A. Zenerova dioda B. Bipolarni C. Unipolarni
BZX850C12 KF507 KF910
Uz=114...12,7V Ucgo =40V Ups=20V
Iz =50mA UCEM =32V Ip =50mA
Ic=05A +lgs=10mA
UEB =5V PDS =300mwW
Pc = 800mwW
9; =200°C

3 Schéma zapojeni

A. Méreni diferencialnich odporu zenerovy diody diferenc¢i metodou
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A. Méreni diferencialnich odporu zenerovy diody metodou malych stFidavych proudt
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B. Méreni diferencialnich parametr( bipolarniho tranzistoru diferenci metodou
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B. Méreni diferencialniho parametru hi; bipolarniho tranzistoru metodou
malych stfidavych proudd
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C. Méreni diferencialnich parametrd unipolarniho tranzistoru diferenci metodou

C. Méreni diferencialniho parametru y»1 unipolarniho tranzistoru metodou
malych stfidavych proudd
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4 Namérené a vypoctené hodnoty

A. Méreni diferencialniho odporu zenerovy diody diferencni metodou v propustném sméru

Up=0,79V

Ip =30mMA
Upl = 0,78V
Up2 = 0,79V
Ipp = 25mA
Ipp = 35mMA

AU Up; —Upy 0,78 — 0,79
Rp = — = —

Q

- = = 0,66
Al |p1— |p2 20-103-35.103 =

A. Méreni diferencialniho odporu zenerovy diody diferenéni metodou v zavérném sméru

Up =12,39V
Ip =30mMA
Upl = 12,42V
Up2 = 12,32V
Ip1 =35,5mA
Ipp = 25mMA

o _OU_Upi-Up  1242-1230
P7 Al " Ipi—1lpp 355-103—25.10-3

9,52Q

A. Méreni diferencialniho odporu zenerovy diody metodou malych stfidavych napéti v pro-
pustném sméru

¢.m. | U [mV] | Uoe [mV] || | [MA] | Uo [MmV] | Rp [Q]
1. 100 23 23 77 3,35
2. 50 18 18 32 1,77
3. 10 4 4 6 1,50

B. Méreni diferencialniho parametru hy1 bipolarniho tranzistoru diferencni
metodou

AUBE = 0,01V
Alg = 2uA

_ AUge 0,01
 Alg 2-10-°6
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B. Méreni diferencialniho parametru hy1 bipolarniho tranzistoru metodou malych stfidavych
napéti

UCEP =45V
Icp =19,4mMA
UBEp = 0,64V
Igp = 40,1UA
Rey = 1kQ
hll:
Uge =10,2mV
Ugsy =10,5mV

Use Upe-Rey  10,2-1073.1.10°
gz U  10,5-10-3

hy = =971,430

C. Méreni diferencialniho parametru y»; unipolarniho tranzistoru diferencni
metodou

Als=1mA
AUgs = 0,08V

Als 1-10°3
AUgs 0,08

yo1 = 12,5mS

C. Méreni diferencialniho parametru y»1 unipolarniho tranzistoru metodou
malych stFidavych napéti

UGE =0V

UDSP =8V
Icp = 2,2MA
Uge~ = 100mV
I = 800pA

Ice 800-10 6
Use.  100.103 o=

w

Y21
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5 Grafy

Zadné

6 Vyhodnoceni

Pfi méFeeni zenerovy diody metodou malych stfidavych proudl jsme zjistili, Ze ¢im mensi je amlituda
stfidavého napéti, tim pfesnéjSich hodnot bylo dosazeno.

MéFeni parametr tranzistorl metodou malych stfidavych napéti sice odstrani nutnost vytvaret ru¢né
rozdily napéti popf. proudu, ale vzhledem k sloZitosti zapojeni a nutnosti pfepojovat obvod pro kazdy
meéfeny parametr mi pFijde celkové podstatné pracngjsi nez diferencni metoda.




